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/> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

BFP 10

NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
TRANSISTOR NPN PLANAR SILICIUM
PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE

s ™

BFP 10 is a gold metallized RF transistor, in V(BR) CEO 220V
ceramic case featuring very low noise in VHF range
and low intermodulation distortion. fr BOmA) 4 GHz
Le BFP 10 est un transistor HF & métallisation or, F (200 MHz) 1dB
en boitier céramique présentant un trés faible bruit (500 MHz) 1,6dB
Zzzsﬁéanbande VHF et un faible niveau d'intermo- GUM (500 MH2) 15dB
_ J \ Y
( 22) \
o0r Case CB 233
[ Boitier CB 233
1.80 <‘L 055 ! .
| 235 a c B
_’y- + 275 00
Dotom i as” 035
TN A N—=————F r
TR :
‘ Marking .
& l Marquage - 1A )
(" ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T = 2500 (Unless otherwise stated)
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb = (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VcBo ) 2% v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 20 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 1 v
Collector current
Courant collecteur Ic 100 mA
Power dissipation T — 100°C* P : 350 mw
Dissipation de puissance ' 8mb = tot
Junction temperature .
Température de jonction Tj 175 ) °C
Storage temperature . min. T —65 °C
\Température de stockage max. stg +175 °C J

* Mounted on ceramic substrate

) N X 2
Monté sur substrat céramique 07 1.0 em

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE

Tél.: (1) 788-50-01 Telex : 610560 F 133
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* ELECTRICAL CHARACTERISTICS — CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

SYMBOLS
SYMBOLES

MIN.

TYP.

MAX.

UNITS TEST CONDITIONS
UNITES CONDITIONS DE MESURE

STATIC CHARACTERISTICS — CARACTERISTIQUES STATIQUES

V(BRICBO 25 Vv Ic=10pA, IE=0

V(BRICEO 20 v Ic=3mA, Ig=0
IcBo 100 nA Ve = 15V, IE =0
IEBO 100 nA VEB =1V, Ic=0
h21€ 50 250 VCE =5V, Ic = 5mA

DYNAMIC CHARACTERISTICS — CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

fr

GHz VCE = 5V, Ic = 30 mA

f = 500 MHz
S12¢e —-29 dB VCE = 5V, Ic = 30 mA
S21e 16 dB f = 500 MHz
1 dB VCE =5V, Ic = b mA,
Yg optimum, f = 200 MHz
F
VCe = 5V, Ic = 5 mA,
16 d8 Yg optimum, f = 500 MHz
Vce = 10V, Ic = 30 mA
(1) Gy max. 19,6 dB f = 500 MHz
1S21e1? . o .
(1) Gy max. = *Tamb = 25°C Unless otherwise stated — Sauf indications contraires

[ =116l [1 =I522¢12]

THERMAL CHARACTERISTICS — CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Rthi(j-c) 140 °C/W
“Rthij-a) 200 °C/W
* Mounted on ceramic substra!eol7 % 10 om?

Monté sur substrat céramique

2/8
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BFP 10

SCATTERING PARAMETERS — COMMON EMITTER S PARAMETERS
PARAMETRES S EMETTEUR COMMUN

f S11 S21 S12 S22 Gu max.
MHz dB deg dB deg dB deg dB deg dB
VCE=5V.Ic =5mA
50 —16 - 39 233 158 —33.1 68 - 05 - 14 383
100 -18 - 70 22.0 142 —28.4 55 - 14 - 23 323
200 —2.1 - 110 19.2 121 —25.3 39 - 35 - 33 26.0
500 - 22 — 1565 12.9 92 —23.6 23 — 6.2 - 41 18.1
1000 — 26 — 180 7.4 70 —23.2 26 — 65 - 49 19
VCce =5V.Ic = 10 mA
50 - 27 — 59 28.0 150 —34.2 60 - 11 - 22 37.7
100 - 27 - 96 258 130 —30.5 46 - 30 - 35 322
200 - 26 - 133 21.7 m - 28.3 34 - 6.1 — 44 26.5
500 - 25 - 167 14.8 87 —-26.7 31 — 93 — 48 189
1000 - 29 173 9.1 69 —24.7 42 - 93 - 55 12.8
VCcE = 5V.Ic = 30 mA
50 — 43 — 103 326 134 —-37.3 48 - 30 - 38 377
100 - 33 — 137 28.8 115 —34.8 39 — 65 - 51 327
200 - 28 — 159 23.7 100 —-33.1 37 - 105 - 57 27.3
500 - 27 - 179 16.2 83 —-29.6 50 - 137 - 60 19.7
1000 - 30 167 10.4 68 - 25.2 60 - 129 - 62 13.7
VCe = 5V, Ic = 50 mA
50 — 44 - 123 33.7 128 -39.3 44 — 42 — 44 378
100 - 32 — 150 29.2 109 - 37.0 39 - 82 - 65 328
200 - 28 — 167 238 97 - 35.0 44 - 123 — 58 27.3
500 - 27 178 16.1 82 —30.2 58 — 148 — 60 19.7
1000 - 30 166 104 67 —25.4 65 - 138 - 63 13.6
VCg =5V.Ic =70 mA
50 — 41 — 135 338 124 - 40.0 43 - 5.1 — 46 376
100 - 30 — 157 29.0 106 - 38.1 38 - 93 - 54 325
200 - 27 - 170 23.4 95 -36.0 46 - 13.1 - 54 27.0
500 — 26 - 177 15.7 o8l —30.4 61 - 1561 - 56 19.3
1000 -29 — 165 10.0 67 - 25.6 66 - 136 - 61 133
VCg = 10V.Ic = 5 mA
50 - 15 — 36 23.6 160 —35.1 68 - 04 - n" 399
100 - 1.7 — 65 225 144 - 30.5 57 - 11 - 19 338
200 - 20 —~ 105 19.8 123 -27.2 40 - 28 - 26 27.3
500 - 23 — 1562 136 93 —25.3 26 - 49 - 32 19.2
1000 - 27 - 179 82 72 —-24.7 29 - 5.1 - 39 13.1
VCe =10V,Iic = 100 mA
50 - 25 - 52 28.2 152 - 36.4 61 - 08 - 17 39.3
100 - 26 - 89 26.2 133 —-32.2 47 - 23 - 27 335
200 - 27 - 127 224 113 —-29.7 36 — 48 - 33 275
500 - 27 — 164 15.6 89 - 28.1 33 - 71 - 35 19.9.
1000 - 3.1 175 9.9 71 - 26.1 46 - 74 - 4 13.8
VCE =10V,Ic = 30 mA
50 — 4.2 - 90 33.0 137 - 38.6 47 - 23 - 29 38.9
100 35 - 127 29.5 118 - 36.1 40 - 6.1 - 38 33.7
200 - 32 — 154 245 102 - 341 39 - 83 - 39 28.1
500 - 30 - 176 171 84 - 30.6 51 - 104 - 37 20.5
1000 — 34 169 1.3 69 - 26.4 60 — 98 — 43 145
VCce = 10V, Ic = 50 mA
50 — 44 - 107 342 131 —39.9 44 - 33 - 34 38.9
100 - 36 — 140 30.1 112 - 37.5 39 - 66 - 40 337
200 - 32 - 161 248 99 - 35.6 43 - 96 38 28.1
500 - 31 - 179 171 83 -31.1 57 - 12 - 36 204
1000 - 34 168 1.3 68 - 26.4 65 - 102 — 42 14.4
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BFP 10
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BFP 10
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BFP 10
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Maximum power dissipation
Dissipation de puissance maximale m
Ptot
(mW) I
300
200 \\
100 \
0
50 100

150 Tamb (°C)

(1) Mounted on ceramic substrate 0.7 mm x 10 cm2
Monté sur substrat céramique de 0,7 mm x 10 cm?2
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/> THOMSON-CSF BFP 91

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
e CT TRANSISTOR NPNPLANAR SILICIUM

PRELIMINARY DATA

NOTICE PRELIMINAIRE
N ™
BFP 91 is a gold metallized RF transistor, in .
ceramic case featuring high gain and low noise. It >12V
is particulary intended for broadband amplifiers up V(BR) CEO -
t0 1 GHz (instrumentation, radar, telecommunica- fT (30 mA) 6.5 GHz
tion). , . GUM (500 MHz) 21d8B
Le BFP 91 est un transistor HF & métallisation or,
en boitier céramique présentant un gain élevé et un F (100 MHz) 1.1dB
faible bruit. Il est particulierement destiné aux (1 GHz) 2,3dB
amplificateurs large bande jusqu'a 1 GHz (instru-
mentation, radar, télécommunication).

AN _ _ J

Case CB 233

0.07

o6 Boitier CB 233

[ e

21
T €
0,55

3
I
'
I-ll 235 = c 8
.75

0.45
55

2
Datm a5 o.
Repere
— (==
4 min. 3

I

h

L

Marking . 1B
Marquage - J

—

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES)

Tamb = 25°C (Unless otherwise stated)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage ‘
Tension collecteur-base VcBo 15 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur Vceo 12 v
Emitter-base voltage B
Tension émetteur-base VEBO 2 v
Collector current
Courant collecteur Ic 80 mA
Power dissipation T — 100°C* P 350 mW
Dissipation de puissance ' amb = tot
Junction temperature X o
Température de jonction Tj 175 C
Storage temperature ’ min. Tst —65 °C

sig o
Température de stockage max. +175 C

\_ pé 9 J

Mounted on ceramic substrate 0,7 x 10 ¢m2

Monté sur substrat céramique September 1981 1/8

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 7\ THOMSON-CSF

F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE hd
Tél. (1) 788-50-01 Telex : 610560 F 141 COMPOSANTS



BFPO1

* ELECTRICAL CHARACTERISTICS — CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
SYMBOLS UNITS TEST CONDITIONS
SymBoLes | MIN- | TYP. | MAX. | jni7es CONDITIONS DE MESURE
STATIC CHARACTERISTICS — CARACTERISTIQUES STATIQUES
V(BR)CBO 15 v Ic=10pA, IE=0
V(BR)CEO 12 Vv Ic=1mA, Ig =0
IcBO 50 nA Ve =5V, IE=0
VBR)EBO 2 % Ig = 10pA, Ic =0
h21E 40 120 VCE = bV, Ic = 30 mA
DYNAMIC CHARACTERISTICS — CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
VCe =5V, Ic = 30 mA
fr 65 GHz f = 500 MHz
S12¢ -27 dB VCe =5V, Ic = 30 mA
So1e 185 dB f = 500 MHz
Ve =5V, Ic =0, f =1MHz
C12e 065 PF Emitter grounded, Emetteur & la masse
VCE = 5V, Ic = bmA, f = 100MHz
1.1 dB .
Ys optimum
F
23 dB \Y/CE = 5V, Ic =5 mA, f =1GHz
S optimum
v VCE =5V, Ic = 30 mA
(1) Gy max. 21 dB f = 500 MHz
1521612 *Tamb = 25°C Unless otherwise stated — Sauf indications contraires

(1) G =
o ax. [ s11eld [1 =Is22el7] -

THERMAL CHARACTERISTICS — CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Rth(j-c) 140 °C/W
*Rth(j-a) 200 °C/W
* Mounted on ceramic substrate 0,7 x 10 cm2

Monté sur substrat céramique

2/8
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S PARAMETERS (COMMON EMITTER)
PARAMETRES S (EMETTEUR COMMUN)

f St $21 S12 522 6
MHz dB deg dB deg dB deg dB deg um
. 5mA - 5V
50 —23 — 24 230 165 —34.3 75 0.3 - 12 39.2
100 — 25 — 46 224 153 —29.2 66 - 07 - 22 34.0
200 - 29 — 81 20.7 134 —24.8 52 - 23 - 37 27.7
500 — 34 — 134 15.7 102 —21.5 34 - 6.0 - 57 19.6
1000 — 41 — 166 10.6 80 —20.0 33 - 83 — 65 135
2000 — 40 149 46 35 —-17.8 19 - 108 — 101 7.3
3000 -39 125 1.3 6 —15.9 10 - 100 - 128 4.0
4000 - 38 99 - 08 - 23 - 142 - 2 - 84 — 154 2.2
1M0mA - 5V
50 — 43 - 38 27.4 160 - 35.6 69 — 05 - 18 38.9
100 — 43 - 69 26.4 144 - 30.7 60 - 15 - 33 336
200 — 42 . — 108 236 124 —27.1 47 — 4.1 - 51 278
500 — 40 — 153 17.5 96 —24.3 40 - 89 - 73 20.3
1000 — 45 - 177 12.1 77 —-21.7 45 - 14 - 80 143
2000 — 40 143 5.8 37 -17.9 30 — 143 - 123 82
3000 -39 119 25 9 —15.5 17 - 129 — 145 5.0
4000 - 37 9% 04 - 18 —-13.6 2 - 107 — 164 32
30mA - 5V
50 — 84 - 77 31.9 150 - 37.8 63 - 13 - 30 385
100 - 6.2 - 114 29.7 131 —34.1 52 33 50 336
200 — 48 — 144 25.7 112 -31.1 48 - 71 - 72 28.4
500 — 43 -7 18.7 90 - 27.2 53 - 123 - 97 21.0
1000 — 46 174 131 74 —-22.7 59 — 148 — 103 15.1
2000 — 38 140 6.9 38 —-18.0 39 — 16.4 — 154 9.3
3000 - 37 17 34 12 —15.4 24 — 147 — 167 6.0
4000 - 35 94 14 - 14 -13.3 8 - 126 179 42
50mA — 5V
50 —-92 — 101 33.0 146 —-39.2 61 - 17 - 34 38.4
100 — 6.1 - 131 30.3 126 —35.2 52 — 42 — 56 336
200 — 47 — 155 25.9 108 —-32.7 52 — 84 - 78 28.4
500 — 42 - 175 18.7 88 —-27.8 58 — 134 — 102 21.0
1000 — 45 171 12.9 73 —-22.8 62 — 155 — 105 14.9
2000 — 36 140 6.7 38 —-18.2 42 — 16.0 — 166 9.3
3000 - 35 17 32 12 —15.6 27 — 142 — 168 5.9
4000 — 34 94 1.2 - 13 —13.4 10 12.2 — 180 4.1
5mA —-10V
50 2.1 - 23 232 166 —-35.2 75 - 03 - 1n 39.8
100 —23 — 43 22.7 164 —-29.9 67 - 07 - 20 34.7
200 - — 28 - 77 211 135 —25.4 53 - 21 - 34 28.5
500 — 35 - 131 16.2 104 -221 36 - 57 - 53 20.2
1000 — 43 — 163 1.2 81 - 20.4 35 - 78 — 60 14.0
2000 — 42 1562 5.1 ‘37 - 181 21 - 101 — 89 7.6
3000 — 4.1 126 1.7 8 - 16.3 1" - 94 - 116 44
4000 — 40 101 — 04 - 20 -146 -1 - 8.0 — 142 26
10 mA -10V
50 - 38 — 34 275 161 - 36.2 68 - 06 - 17 39.1
100 -39 — 63 26.6 145 -31.2 60 - 15 - 30 342
200 — 4.1 - 102 24.0 125 —-27.5 48 — 38 — 47 28.4
500 — 42 — 149 18.0 97 — 245 40 — 85 - 67 20.8
1000 - 48 - 174 12.6 78 —-22.0 45 - 109 - 72 14.7
2000 — 43 146 6.4 39 —-18.2 31 — 138 — 104 8.6
3000 — 42 121 31 1" —15.8 18 - 126 — 128 5.4
4000 -39 97 0.9 - 16 —-13.9 3 - 107 — 151 36
3/8
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BFP 91

TYPICAL CHARACTERISTICS :
CARACTERISTIQUES TYPIQUES

C12e — fr
(pF) f=1MHz (GH2) [ yep =5V
08 g | f =500MHz
\\
06 M~ 6
A
0,4 4
0.2 2
01
100 2 4 68100 2 4 68 VcglV) 100 2 4 68100 2 4 68 IcimA)
Gy max. E
(a8} v |=5v! @B)| VCE=5V
CE Y optimum .
T~y
20| = 05 GHz . 4
15 — ~< 3 [\ Jf = 16Hz ]
f=1GHz A AN / { [
NS > y, f= 05GH2“
N\ /
10 2 N d
f=0,1GHz—
G S92 E P
umax. == " |
[ -s11 2] [1 =22 2] AN
5 L1 ! B 1
100 2 4 6810 2 4 6 8 Ic(mA) 100 2 4 6810 2 4 6 8Ic(mA)
4/8
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BFP 91
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BFP 91
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o
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08
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CE 09
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\D
P
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o
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o
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%,
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BFP 91

° 3 —=10+ o o
% &
Ou) 4,013 0.1 Qr?
o ™
pt Q\
25 i QF
25130
%, F=2,3 4B o®
0>, {03 o
) '
0g 1T . 08
Vce=5V 08
Ic = 5mA 09 103 > 09
f=1GHz 1 oS i !
Z =500 R TR
t Y415 77 y ¢ 111
.A : > X
9 i 's
44
vV 2
X 10 @
» v
© o
= —je4] ©
Maximum power dissipation "
Dissipation de puissance maximale
Ptot
(mW)
300 \
\
200 \
100 \\
0 50 100 150 Tabm (°C)
(1) Mounted on ceramic substrate 0.7 mm x 10 cm?
Monté sur substrat céramique de 0,7 mm x 10 cm?
8/8
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> THOMSON-CSF

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS

BFP 96

NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR
TRANSISTOR NPN PLANAR SILICIUM

PRELIMINARY DATA
NOTICE PRELIMINAIRE

( BFP 96 is a gold metallized RF transistor, in
ceramic case featuring high gain and low inter-
modulation. It is particulary intended for broad-
band amplifiers up to 1 GHz (instrumentation,
radar, telecommunication).

Le BFP 96 est un transistor HF & métallisation or,
en boitier céramique présentant un gain élevé et un
faible niveau d'intermodulation. Il est particulié-
rement destiné aux amplificateurs large bande
Jusqu'd 1 GHz (instrumentation, radar, télécom-

munication).

J

—

V(BR) CEO 215V
fT (50 mA) 45 GHz
GU max (500 MHz) 18dB

-

22)
( * 007 Case CB 233 x
1 ois Boitier CB 233
1.80 ! 0.55 N £
Hl.l 8
32 . w ¢
Doten « o5
TEEO=—1
4 min. !
I Marking 1c
I Marquage * J
4 ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T - 250C (Unless otherwise stated)

VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION amb = (Sauf indications contraires)
Collector-base voltage
Tension collecteur-base VcBo 25 v
Collector-emitter voltage
Tension collecteur-émetteur VCEo 15 v
Emitter-base voltage
Tension émetteur-base VEBO 3 v
Collector current
Courant collecteur Ic 120 mA
Power dissipation _ .
Dissipation de puissance Tamb = 75°C Ptot 500 mw
Junction temperature :
Température de jonction Tj 175 °C
Storage temperature min, T —65 °C
Température de stockage max. st + 150 °C J

* Mounted on ceramic substrate 2
Monté sur substrat céramique 0.7 x 10cm

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE
Tél.: (1) 788-50-01 Telex : 610560 F
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BFP96

* ELECTRICAL CHARACTERISTICS — CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

.| SYMBOLS UNITS TEST CONDITIONS
SYMBOLES | MIN. | T¥P. | MAX | yniTES CONDITIONS DE MESURE

STATIC CHARACTERISTICS — CARACTERISTIQUES STATIQUES

V(BRICBO 20 % Ic = 10pA, IE=0

V(BR)CEO 15 \ Ic=1mA, Ig=0
IcBo 100 nA Veg = 10V, Ig =0

VBRIEBO 3 v Ig = 10uA, Ic =0
h21E 40 120 VCg = 5V, Ic = 50 mA

DYNAMIC CHARACTERISTICS — CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES

VCcg = 5V, Ic = 50 mA

T 45 GHz f = 500 MHz
S12e —26,5 dB Vcg = 5V, Ic = 50 mA
S21e 146 dB f = 500 MHz
Ve =56V, I =0, f=1MHz
C12e 14 pF Emitter grounded, Emetteur a la masse
VCE = 5V, Ic = 10mA,
F 25 dB Yg optimum, f = 500 MHz
, VCg =5V, Ic = 50 mA
(1) Gy max. 18 dB £ = 500 MHz
|521e|2 *Tamb = 25°C Unless otherwise stated — Sauf indications contraires *

m G =
4mEC T 116l 2 [1 ~I522e17]

THERMAL CHARACTERISTICS — CARACTERISTIQUES THERMIQUES

Rth(j-c) 140 °C/W

*Rth(j-a) 200 °c/W

* Mounted on ceramic substrate

2
Monté sur substrat céramique 0.7 x 10cm

2/5
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COMMON EMITTER S PARAMETERS
PARAMETRES S EMETTEUR COMMUN

BFP 9

f Sn S21 S12 522 G
MHz dB deg dB deg dB deg dB deg um
VCE =5V.Ic=1mA
50 - 40 - 77 26.7 143 -31.3 56 - 16 - 33 34.0
100 - 31 - 116 238 122 -28.0 40 — 42 - 52 28.7
200 - 26 — 148 19.2 102 —26.6 28 - 79 - 69 235
500 - 25 - 174 1.9 77 -25.0 26 - 102 - 84 15.9
1000 - 29 169 6.0 54 -22.8 31 - 86 - 9 99
VCE = 5V.Ic = 20 mA
50 - 49 - 9 29.2 137 -33.2 51 2.4 - 4 346
100 — 34 — 134 257 17 —30.5 37 — 56 - 67 298
200 - 27 — 1568 20.7 99 —29.0 31 - 95 - 88 246
500 — 26 - 179 131 77 —-26.5 37 - 119 - 105 16.9
1000 - 29 166 7.4 56 -22.7 41 — 104 - 110 10.9
VCE = 5V, Ic = 50 mA
50 — 48 - 137 31.9 128 —36.6 45 - 38 - 65 36.0
100 - 32 — 157 275 109 —345 40 7.3 - 9% 31.3
200 — 26 - 17 221 95 —-32.6 43 — 101 — 123 26.0
500 - 26 176 14.3 77 -27.7 53 - 11.6 — 142 18.1
1000 - 30 163 8.7 59 -22.7 53 - 14 - 141 12.1
VCE = 5V.Ic = 70 mA
50 — 45 — 144 325 126 —-37.8 44 - 43 - 7 36.4
100 - 31 — 161 27.9 107 —35.8 42 - 76 - 102 31.7
200 - 26 - 173 224 94 —-33.3 47 - 10.0 - 130 26.3
500 - 26 175 14.6 77 -27.7 56 -1 — 147 18.5
1000 - 29 162 9.0 59 —-22.6 54 - 13 — 147 12.4
VCE = 5V. Ic = 100 mA
50 — 42 — 151 32.8 123 —-39.0 46 — 48 - 77 36.7
100 - 29 — 165 280 106 -36.8 43 - 80 — 109 31.9
200 - 25 - 175 223 93 —33.8 51 - 99 — 136 26.3
500 - 25 174 14.7 77 —28.0 58 - 108 — 1562 18.6
1000 - 29 162 9.1 60 -22.7 56 - 1.1 - 1562 12.5
Maximum power dissipation 1
Dissipation de puissance maximale
ptot
(mw)
375
250
125
0 o
0 50 100 150 Tamb (°C)
m y i
Mounted on ceramic substrateol7 % 10 cm2 3/5

Monté sur substrat céramique
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/) THOMSON-CSF BFT 50

DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS
TRANSISTOR NPN PLANAR SILICIUM

NPN SILICON PLANAR TRANSISTOR

-

(Le BFT 50 est un transistor HF 3 faible bruD [ )
destiné 3 Il'usage général dans les bandes HF et
VHF. % Vceo 2v
BFT 50 is a low noise RF transistor intended fr 35 GHz

for general purpose in HF and VHF band. G

22dB
u max } 200 MHz

4 \ J
] 1
2
- ~ )
Case : TO-72 (CB-4)
Vue de dessous
Bottom view
| M
: e
| s
12.70min. I
20,407
. . 0.508
Dimensions J

in millimeters ! J mgzt : 074q.
— \

= 25°C

o

(VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTILISATION Ta

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) mb
V, Tension collecteur-base
€80 Collector-base voltage 3 v
VCEO Tension colle_cteur-émettgur 22 v
Collector-emitter voltage
Vego Tension emetteur-base 25 Vv
Emitter-base voltage
'C Courant collecteur 60 mA
Collector current
Ptot Dissipat_ior_\ delpuissance Tcase = 25°C 250 mwW
Power dissipation
Ti Température de jonction +200 °C
Junction temperature
Ts‘g Température de stockage - - 65 °c
U Storage temperature ‘ + 200 °9

September 1981 - 1/6

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5

F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE '.‘ m CS

Tél. 1 (1) 788-50-01 Telex : 610560 F ao7 COMPOSANTS



BFT 50

CARACTERISTIQUES STATIQUES Tamb = 25°C (Sauf indications contraires)
STATIC CHARACTERISTICS (Unless otherwise stated)
CONDITIONS DE MESURE
TEST CONDITIONS MIN. TYP. MAX.
Vv Tension de claquage collecteur-base | = 10 uA
(BRICBO | (Coliector-base breakdown voltage '(E: = 0 35 v
v Tension de claquage collecteur-émetteur Ic = 1mA
(BRICEO | Collector-emitter breakdown voltage g =0 2 v
| Courant résiduel collecteur-base Veg = 15V
c8o Collector-base cut-off current IE =0 10| nA
v Tension de claquage émetteur-base e = 10 pA
(BRJEBO | Emijtter-base breakdown voltage 'C = 0 25 v
Valeur statique du rapport de transfert Vee -V
h aleur s e du -
21E . N Ic = 30 mA 20 125
Static forward current transfert ratio 2 mA 20 150
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES
DYNAMIC CHARACTERISTICS
f Fréquence de transition V E = 5V
T Transition frequency |Cc = 10mA 35 GHz
C12e Capacité de transfert inverse Ve = 5V 06 oF
Reverse transfert capacitance IE = 0
S12¢ ' Veg = 5V —27
Paramétres S CE — ‘4B
s S parameters lc = 10mA
12e f = 200 MHz 19
Veg = 5V
Facteur de bruit 'C - 2mA
F Noise figure Rg optimum
f = 500 MHz 18 25 dB
f = 200 MHz 1,0
Veg = BV
*G Gain maximal en puissance CE -
u max Maximum power gain e = 10mA 22 d8
f = 200 MHz
8216l
*Gy max =

[1—1511612] [1 = 1S99¢°1

2/6
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PARAMETRES "S” EMETTEUR COMMUN

SCATTERING PARAMETERS — COMMON EMITTER

BFT 50

f $11 S12 S22
MHz dB Deg. dB Deg. dB Deg. dB Deg.
VCE=5V, |c=2mA
10 -08 - 3 16,8 176 48,1 76 0,1 -1
20 - 07 ) 16,8 173 427 77 0,1 -3
50 - 08 - 16 16,4 164 -35,2 77 —0,2 -6
100 -15 - 30 15,7 151 —29,6 7 —0,5 -1
200 -33 — 54 14 130 —-25,1 62 -13 —-18
500 -9 —101 93 92 -21 56 -3 27
VCE= 5V, IC=5mA
10 —-17 - 5 234 174 —48,7 75 -0,1 -2
20 -1,7 -9 23.4 169 424 76 —0,2 -4
50 -2 - 22 22,4 155 -35,7 74 —0,5 -9
100 - 36 -39 20,9 137 -30,8 69 -13 —-15
200 - 69 - 61 177 115 26,4 65 -26 -20
500 -14,8 - 92 14 84 -20,9 67 -4, —24
Veg=5V, Ic=10mA
10 - 29 - 6 278 17 —49,4 75 0,2 -3
20 -3 - 13 274 164 438 75 -0,3 -6
50 - 37 - 28 258 145 36,4 73 —09 -12
100 - 6.1 — 44 233 126 -31,6 69 -21 -17
200 -10,1 - 60 19 106 -27,2 70 -34 -19
500 -18,4 - 74 12,1 80 206 70 4,6 -22
VCE: 5V, |c= 20 mA
10 - 46 - 8 31,1 167 -49.8 7 -03 -4
20 - 48 -7 304 157 —-43,8 73 -05 -8
50 -59 - 33 27,7 136 -37,2 73 -15 —14
100 -9 — 49 24,3 117 -326 72 -28 S -17
200 -134 — 60 19,4 100 -276 73 -39 -17
500 22 - 64 12,2 77 —-20,4 73 -48 -20
Vee=5V, Ic=30mA
10 - 58 - 13 319 164 -49,6 73 -0,5 -5
20 - 63 - 26 31 152 -436 7 -0,9 -9
50 - 81 — 54 26,9 128 -37 67 -2, -13
100 -1.9 - 81 22,7 110 -328 70 -3,2 14
200 -16,7 -116 175 95 —-28 73 -39 14
500 —-20,1 -172 10,2 73 -20,6 75 —45 —20
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BFT 50

CARACTERISTIQUES TYPIQUES
TYPICAL CHARACTERISTICS
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CARACTERISTIQUES TYPIQUES
TYPICAL CHARACTERISTICS

°
%>
0.
‘v,
%,
%,
05>
o8
09
1
\® 200
11
7
o

S11e

\" =5V

CE

=l o+

0,1

e

1

200

20

10

05

b lc=2mA

le=10mA
1000 ©

10 MHz

10 MHz
0

[\1}

—j oo+

2

BFT 50

o!
o
o
0.
08
0.9
1
7, 8
?
5/6



BFT 50

CARACTERISTIQUES TYPIQUES
TYPICAL CHARACTERISTICS

Spe Ve =5V
° 1o+
"

2
0,
05
06
9,7
0,8,
18]
2
= 10 mA:
500
200
100
o
50
20
100! 10
=50 10—
S i

-]
»

[-]

‘@

°
R/
%
%,
05>
X}
0,9
1
. =2mAL}
A9 g cooo
1000 MHz0\
* 500
D 200
\d
o
6/6

902

0,7
02

o®

o

08

0.9

2]



